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Curvas y Ecuaciones de los Transistores Bipolares en Emisor Común 

 

Transistores BJT - NPN 

Corte  
Ecuación : 
 IE= IB=IC=0 
 
Condición de funcionamiento en corte:  
  VBE  ≤ VBEγ 

Activa: 
Ecuaciones: 
 VBE = VBEγ (conducción) 
 IC =β IB  
 
Condiciones de funcionamiento en Act.:  
 IB ≥ 0, IC ≥ 0, IE ≥ 0 (conducción) 

 VCEmax ≥ VCE ≥ VCEsat 
 

 
Saturación 
Ecuaciones : 
 VBE = VBEγ (conducción) 
 VCE = VCEsat

 

 
Condiciones de funcionamiento en Sat.:  
 IB ≥ 0, IC ≥ 0, IE ≥ 0 (conducción) 

 IC ≤  β IB  
 

Nota:  VBEγ ≥ 0, VCEsat ≥ 0, VCEmax > 0 para un transistor bipolar NPN 

 

 
 

Transistores BJT - PNP 

Corte  
Ecuación : 
 IE= IB=IC=0 
 
Condición de funcionamiento en corte:  
  VBE ≥ VBEγ 

Activa: 
Ecuaciones: 
 VBE = VBEγ (conducción) 
 IC =β IB  
 
Condiciones de funcionamiento en Act.:  
 IB ≤ 0, IC ≤ 0, IE ≤  0 (conducción) 

 VCEmax ≤ VCE ≤ VCEsat 
 

 
Saturación 
Ecuaciones : 
 VBE = VBEγ (conducción) 
 VCE = VCEsat

 

 
Condiciones de funcionamiento en Sat.:  
 IB ≤ 0, IC ≤ 0, IE ≤ 0 (conducción) 

 IC ≥ β IB  
 

Nota:  VBEγ ≤ 0, VCEsat ≤ 0, VCEmax < 0 para un transistor bipolar PNP 

 

 

 

Curvas I-V de BJT NPN 
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Curvas I-V de BJT PNP 
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